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Przedmiotem wynalazku jest sposdb otrzymywa-
nfla cigglego wzmacniania ultra i hiperdzwiekowych
fal powierzchniowych w piezoelektrycznych krysz-
tatach siarezku kadmu i selenku kadmu.

Znany jest sposdb uzyskiwamia cigglego wzmac-
nianja ultra i hiperdzwiekowych fal powierzchmio-
wych w elementach zlozonych z materialu piezo-
elektrycanego na ktéry naloZzona jest bezstykowo
warstwa poélprzewodnlika. Sposdb ten polega na
tym, ze w warstwie pélprzewodnika gemeruje sie
w znany sposéb podiuzng, poprzeczng lub mpo-
wiermchniows fale ultra lub hiperndzwiekows, ktéra
po przytozeniu wysokiego stalego napigcia do war-
stwy mpélprzewodnika wywolujgcego w mniej dryf
elektronéw, wytwarza pole elektryczne, ktére moo-
duluje strumieni elektronéw. Przy krytyezmej pred-
kosci strumienia elektronéw nastepuje zmiana zna-
ku w efekcie Dopplera i uzyskuje sie ciggle wzmoc-
nienie sygnatu. ‘

Sposéb ten ma jednak te wade, ze wymagany jest
do jego zrealizowania element ztozony z malteriatu
piezoelektrycznego i warstwy polprzewodnika, kté-
rego technologia produkcji jest trudna, skompliko-
wana i wymaga wielu precyzyjnych urzgdzen.

Celem wynalazku jest uzyskanie cigglego wzmac-
niania ultra i hiperdzwickowych fal powienzchnio-
wych w krysztalach piezoelektrycznych bez dodat-
kowej warstwy pdlprzewodnika.

Cel ten osiggnieto dzigki temu, ze okazalo sie mie-

oczekiwanie, ze dzigki wykorzystaniu zjawiska fo-
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toelektrycznego w krysztatach piezop6lprzewodni-
kowych grupy wurcytowej takich jak siarczek kad-
mu i selenek kadmu, mozma wytworzy¢é w mnich
cienkg przypowierachniows warstwe péiprzewodza-
cg, W ktérej zlokalizowany jest strumien dryfu
elektron6w i ktéra pelni role 'dotychczas stosowanej
warstwy poéhprzewoldnika nakladanej bezstykowo na
krysztal piezoelektryczny.

Istota wynalazku polega na tym, ze plytke krysz-
tatu siarezku kadmu lub selenku kadmu naswietla
sie przez co powstaje w piybce cienka przypo-
wierzchniowa warstwa poélprzewodzaca, nastepnie
generuje sie¢ W plytce w zmany sposéb wulira lub
hipendzwiekows fale powierzchniows i przyklada
sie do niej wysokie stale napiecie Wywolujgce W
wytworzonej przez naswietlanie przypowierzchnio-
wej warstwie plytki strumien dryfu elekitronéw
przy czym fala powierzchniowa wyttwarza pole
elektryczne modulujgce strumien elektronéw, ktory
poprzez sprzezenie piezoelek-'bry-c'me wzmacnia te
fale.

Sposéb wediug Wyma.lalzk'u zostanie ponizej szcze-
gotowo objasniony w zastosowamniu do krysztalu se-
lenku kaidmu % siarczku kadmu. )

Powierzchnie plytki krysztalu selenku kadmu na-
Swietla sie swiatlem widzialnym, natomiast W przy-
padku zastosowania siarczku kadmu $wiatlem o
dlrugosci fali 500—530 nanometréw.

Pod wplywem naswietlania, na skutek zjawiska
fovoefekitu i slabej przenikalnodci §wiatla do kilkmu-
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nastu mikronéw w glab krysztalu, wytwarza sie¢ w
krysztale przypowierzchniowa cienka warstwa pol-
przewodzgca. Pozostala czeg§é krysztalu zachowuje
sie jak piezoelektrylk.

W Kkrysztale generuje sie w znany sposéb ultra
lub hiperdzwiekowsg fale powierachniows i przykia-
da si¢ do krysztalu wysokie stale napiegcie, kiére
wytwarza dryf elektronéw w przypowfierzchniowe;j
pélprzewodzgcej warstwie krysztatu.

Fala powierzchniowa, wskutek zjawiska piezo-
efektu wytwarza pole elekitryczme, ktére moduluje
strumienn dryfu elektronéw. Przy krytycznej war-
tosci predkosci strumienia nastepuje zmiana znaku
w efelkcie Dopplera i nastepuje ciggle wzmocnienie
fali powlerzchniowej.

‘Warto§é wysokiego. napigcia ‘stalego powinna byé
taka, aby predkosé dryfu elektronéw byla rzedu

kilku predkosci fali powierzchniowej, tj. rzedu kil-
ku kilometréw na sekunde. Dobdr tego napiecia od-
bywa si¢ na drodze eksperymentalne].

Przypowierzchniowa poélprzewodzaca warstwa
krysztalu jest chlodzona w sposéb maturalny badz
dla polepszenia efektu wzmocnienia W sposéb
sztuczny w parach cieklego azotu lub suchym lo-
dem.

Warto$é wzmocnienia dla czestotliwo$ei fali na
przykitad 80 MHz wynosi 'rzedru 32 dB na centymetr
biezacy po odliczeniu strat, przy optymalnym do-
borze ddugosci fali w stosunku do grubos$ci warstwy
przypowierzchniowej. Optymalny efekt uzyskuje sie
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w przyblizeniu idla 4 ~ 0 gdzie 4 — dlugosé¢ fali,
d — grubosé warstwy.

Spos6b wedtug wynalazku pozwala skonstruowaé
wzmacniacz bedgcy odpowiednikiem lampy z falag
biezgcy o dlugosci fali 105 razy krétszej miz w lam-
pie z falg biezacg o struktunze spowalniajgoej, przy
tej samej czestotliwosci. - .

Ponadto sposéb ten pozwala na dalsza miniatu-
ryzacje wzmacniaczy oraz na stosowanie jednolitego
ukladu do wzmacniania sygnatéw akustycznych
i elektrycznych.

Zastrzezenie patentowe

Sposdb otrzymywania cigglego wzmacniania ultra
i hiperdzwiekowych fal powierzchniowych w piezo-
elektrycznych krysztatach siarczku kadmu i selen-
ku kadmu, znamienny tym, ze piytke krysztalu se-
lenku kadmu naswietla sie $wiatlem widzialnym
lub plytke siarczku kadmu na§wietla sie $wiatlem
o dlugosci fali 500—530 nm, nastepnie generuje si¢
w tej plytce krysztalu w znany sposéb ultra lub hi-
perdéwiekows fale powierzchniowa 1 jednoczesnie
przyklada sie do ptytki wysokie stale napigicie wy-
wolujgce w wyttworzonej przez naswietlanie cien-
kiej przypowierzchniowej warstwie ptytki strumien
dryfu elektronw przy czym fala powierzehniowa
wytwarza pole elekiryczne modulujgce strumien
elektronéw, ktéry poprzez sprzezemie piezoelek-
tryczne wzmacnia te fale. ‘

ZG ,,Ruch” W-wa, zam. 1344-70, nakl. 250 egz.
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